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 第 6章では、微細化を続けるトランジスタの問題点を上げ、これを解決する新たな 3次元構造の縦
型MOSFETを紹介し、この新たな構造が直面する Si Missing現象について問題提起した。 
第 7章では、Siウェハの酸素濃度を変化させる事で、Si Missing現象の原理の解明を行った。その
結果、Siウェハ表面に 1.00×1018 atoms/cm3以上の酸素原子を導入する事で、Pillar形状の Si 
Missingを抑制する事を突き止めた。加えて、この Si基板にかかる知見を第 2章から第 5章で述べた
開発システムに導入することで、将来の 3次元構造集積回路に対応できる半導体生産支援システムを
提案した。 
第 8章は、まとめと結論である。 
本論文の研究では、試作開発効率の向上、多品種変量生産における短工期化の実現と納期遵守率向
上、作業ミスのゼロ化、新プロセス制御システムによる装置スループット向上、高濃度酸素ウェハに
よる縦型MOSFETで生じる Si Missing現象の抑制を実現した。これらの実現は、半導体製造におけ
る製造コストの低減及び製品をタイムリーに市場へ投入できる事に大きく貢献する事ができた。 
 
